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This paper presents the extracting method of bipolar transistor parameters in non―linear
operation、、アhich are needed for the electronic circuit simulation using PSPICE  The extracting
prOgra■l is developed based on the presented method  The parameters of several kind of
transistors are successfu■y extracted using the program







































ベース電流 Ib, コレクタ電流 Icは,真性ベー




























κT2=乃ゼ1/rκ+rぅο1/xP     (9)
yサ  :熱起電圧= T々/σ
BF :順方向ベータの理想値
BR :逆方向ベータの理想値

























大電流 に よって順方 向ベータが
ロールオフを始める電流値
























だ外部 コレクが一エ ミッタ端子間電圧を γ(テ と
すると,次の関係が成 り立つ。
レリ=7う9+/b朋         (10)

























































































































～ん/レち4F       (28)








rb=rぅ91/BF+乃92+乃c1/β資   (30)


















































































































































































:NFO‐l ISO‐lE-131(0‐l BFO‐100 RBO‐S
PSPICE用非線形動作トランジスタパラメータの抽出
ISE‐385134E-12 NE=194 ERR(IC)‐3%ERR B =33%


































ディ      7          8
のパラメータ抽出結果
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NFO=1 01412 1SO=611769E-13 RBO=964769 1KO=982081
BFO=127908 NEO=1 51412 1SEO=849987E-13
NF=106687 1S=185886E-12 RB=757048 1K= 200214 ERR(IC)=47442%
BF=14778 NE=179721 1SE=258003E-1l ERR(IB)=1063%
NFO=1 42863 1SO=797176E-13 RBO=92259 1KO=378333
BFO=780481 NEO=1 92863 1SEO=121148E-13
NF=142863 1S=775886E-13 RB= 0558296 1K=4.00426 ERR(IC)=213776E-04%
BF=66.0425 NE=191 1SE=865015E-14 ERR(IB)=3.25969%
NFO=1 03245 1SO三607307E-13 RBO=251231 1KO=391498
BFO=100008 NEO=1 53245 1SEO=493597E-13
NF=104735 1S=830871E-13 RB=247752 1K=173.371 ERR(IC)=548001E-03%
BF=874399 NE=106735 1SE=1.82976E-16 ERR(IB)=13.8549%
NEO=1.05996 1SO=510914E-13 RBO=419441 1KO=490326
BFO=891003 NEO=1.55996 1SEO=455614E-13
NF三109142 1S=948409E-13 RB=370769 1K=14163 ERR(IC)= 336271%
BF=802617 NE=192 1SE=676181E-12 ERR(IB)=123594%
NFO=10053 1SO=9,96278E-13 RBO=41 5501 1KO=163098
BFO=2422 NEO=15053 1SEO=979857E-13
NF=1007 1S=102918E-12 RB=466823 1K=214188 ERR(IC)=1.66651%
BF=199262 NE=1007 1SE=659285E-17 ERR(IB)=8,22688%
NFO=11048 1SO=360543E-14 RBO=71 2067 1KO=382471
BFO=546202 NEO=16048 1SEO=546794E-13
NF=109526 1S=291524E-14 RB=793257 1K= 267753 ERR(IC)=142604%
BF=39,6161 NE=193 1SE=5 8441lE-12 ERR(IB)=51638%
NFO=1 34869 1SO=106806E-13 RBO=781797 1KO=1211
BFO=219329 NEO=1 84869 1SEO=121269E-13
NF=134869 1S=103787E-13 RB=113732 1K=181983 ERE(IC)=872377E-05%
BF=151593 NE=197 1SE=252399E-13 ERR(IB)=249205%
NFO=14694 1SO=181189E-13 RBO=10 9064 1KO=86336
BFO=233983 NEO=19694 1SEO=691563E-13
NF=14694 1S=1,76488E-13 RB=O IK=118144 ERR(IC)=119674E-04%
BF=238641 NE=196947 1SE=678331E-13 ERR(IB)=624374E-03%
NFO=1 20912 1SO=739673E-13 RBO=662619 1KO=578003
BFO=92 3319 NEO=1,70912 1SEO=2.26426E-13
NF=119872 1S=6.09312E-13 RB=716658 1K= 634551 ERR(IC)=1.02423%
BF=78.9518 NE=19 1SE=954682E-13 ERR(IB)=591341%
NFO=1 05807 1SO=262726E-13 RBO=42 6837 1KO=249401
BFO=191251 NEO=1 55807 1SEO=710234E-13
NF=106715 1S=307774E-13 RB=729273 1K= 116695 ERR(IC)=347652%
BF=168702 NE=195 1SE=167175E-1l ERR(IB)=34,3891%
NFO=1 00259 1SO=22691E-13 RBO=87828 1KO=350213
BFO=125271 NEO=1 50259 1SEO=6.15641E-13
NF=100154 1S=2.20546E-13 RB=921081 1K=419785 ERR(IC)=17359%
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B―C tt O―バイアス q―n接合容量
B―C tt p―n接合傾斜ファクター
B―C tt p―n接合の順方向バイアス時の空
乏層容量開始係数
B―C tt p―n接合拡散電位差
C―S tt Oバイアスp―n接合容量
順方向透移時間tfの理想値
ttのVoa依存性係数
tfがVoeに依存開始する電圧値
tfがI。に依存開始する電流波
逆方向遷移時間trの理想値
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